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【57】申請專利範圍
1.　一種扇出型半導體封裝，包括：半導體晶片，其具有上面安置有連接墊的主動表面以及
與所述主動表面對置的非主動表面；囊封體，其囊封所述半導體晶片的所述非主動表面

的至少部分；第二互連部件，其安置於所述半導體晶片的所述主動表面上且包含電連接

至所述半導體晶片的所述連接墊的重佈層；鈍化層，其安置於所述第二互連部件上且具

有暴露所述第二互連部件的所述重佈層的至少部分的開口；以及凸塊下金屬層，其安置

於所述鈍化層上且填充所述開口的至少部分，其中所述凸塊下金屬層包含：第一導體

層，其形成於所述鈍化層的表面上；第二導體層，其形成於經暴露的所述重佈層、所述

開口的壁以及所述第一導體層上；以及第三導體層，其形成於所述第二導體層上，形成

於所述鈍化層的所述表面上的導體層的數目大於形成於經暴露的所述重佈層以及所述鈍

化層中的所述開口的所述壁上的導體層的數目，所述第一導體層包含僅由金屬組成的金

屬層，所述第二導體層的厚度小於所述第一導體層以及所述第三導體層的厚度，且其中

所述第一導體層包含電解銅，所述第二導體層包含無電銅，且所述第三導體層包含電解

銅。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的扇出型半導體封裝，其進一步包括安置於所述凸塊下金屬
層上且電連接至所述半導體晶片的所述連接墊的連接端子，其中所述連接端子中的至少

一者安置於扇出區中。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的扇出型半導體封裝，其進一步包括具有通孔的第一互連部
件，其中所述半導體晶片安置於所述第一互連部件的所述通孔中，所述囊封體填充所述

第一互連部件的所述通孔的至少部分，所述第一互連部件包含：第一絕緣層；第一重佈

層，其與所述第二互連部件接觸且嵌入於所述第一絕緣層中；以及第二重佈層，其安置

於與嵌入有所述第一重佈層的所述第一絕緣層的一個表面對置的所述第一絕緣層的另一

表面上，且所述第一重佈層以及所述第二重佈層電連接至所述連接墊。

- 8278 -



4.　如申請專利範圍第 3項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第一互連部件進一步包含：
第二絕緣層，其安置於所述第一絕緣層上且覆蓋所述第二重佈層；以及第三重佈層，其

安置於所述第二絕緣層上，且所述第三重佈層電連接至所述連接墊。

5.　如申請專利範圍第 3項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第二互連部件的所述重佈層
與所述第一重佈層之間的距離大於所述第二互連部件的所述重佈層與所述連接墊之間的

距離。

6.　如申請專利範圍第 3項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第一重佈層的厚度大於所述
第二互連部件的所述重佈層的厚度。

7.　如申請專利範圍第 3項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第一重佈層的下表面安置於
高於所述連接墊的下表面的水平上。

8.　如申請專利範圍第 4項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第二重佈層安置於所述半導
體晶片的所述主動表面與所述非主動表面之間的水平上。

9.　如申請專利範圍第 1項所述的扇出型半導體封裝，其進一步包括具有通孔的第一互連部
件，其中所述半導體晶片安置於所述第一互連部件的所述通孔中，所述囊封體填充所述

第一互連部件的所述通孔的至少部分，其中所述第一互連部件包含：第一絕緣層；第一

重佈層以及第二重佈層，其分別安置於所述第一絕緣層的對置表面上；第二絕緣層，其

安置於所述第一絕緣層上且覆蓋所述第一重佈層；以及第三重佈層，其安置於所述第二

絕緣層上，且所述第一重佈層至所述第三重佈層電連接至所述連接墊。

10.   如申請專利範圍第 9項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第一互連部件進一步包含：
第三絕緣層，其安置於所述第一絕緣層上且覆蓋所述第二重佈層；以及第四重佈層，其

安置於所述第三絕緣層上，且所述第四重佈層電連接至所述連接墊。

11.   如申請專利範圍第 9項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第一絕緣層的厚度大於所述
第二絕緣層的厚度。

12.   如申請專利範圍第 9項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第三重佈層的厚度大於所述
第二互連部件的所述重佈層的厚度。

13.   如申請專利範圍第 9項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第一重佈層安置於所述半導
體晶片的所述主動表面與所述非主動表面之間的水平上。

14.   如申請專利範圍第 9項所述的扇出型半導體封裝，其中所述第三重佈層的下表面安置於
低於所述連接墊的下表面的水平上。

15.   一種扇出型半導體封裝，包括：半導體晶片，其具有上面安置有連接墊的主動表面以及
與所述主動表面對置的非主動表面；囊封體，其囊封所述半導體晶片的所述非主動表面

的至少部分；第二互連部件，其安置於所述半導體晶片的所述主動表面上且包含電連接

至所述半導體晶片的所述連接墊的重佈層；鈍化層，其安置於所述第二互連部件上且具

有暴露所述第二互連部件的所述重佈層的至少部分的開口；以及凸塊下金屬層，其安置

於所述鈍化層上且填充所述開口的至少部分，其中所述凸塊下金屬層包含：第一導體

層，其形成於所述鈍化層的表面上；第二導體層，其形成於經暴露的所述重佈層、所述

開口的壁以及所述第一導體層上；以及第三導體層，其形成於所述第二導體層上，形成

於所述鈍化層的所述表面上的導體層的數目大於形成於經暴露的所述重佈層以及所述鈍

化層中的所述開口的所述壁上的導體層的數目，所述第一導體層包含僅由金屬組成的金

屬層，且所述第二導體層的厚度小於所述第一導體層以及所述第三導體層的厚度，所述

鈍化層包含無機填充劑以及絕緣樹脂，且包含於所述鈍化層的所述絕緣樹脂中的化學反

應基團中的至少一者自組裝至所述第一導體層的金屬。

圖式簡單說明

(2)
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自以下結合附圖進行的詳細描述，將更清楚地理解本發明的上述以及其他態樣、特徵以

及優點。

圖 1為說明電子裝置系統的實例的示意性方塊圖。
圖 2為說明電子裝置的實例的示意性透視圖。
圖 3A以及圖 3B為說明在被封裝之前以及之後的扇入型半導體封裝的狀態的示意性橫截

面圖。

圖 4為說明扇入型半導體封裝的封裝製程的示意性橫截面圖。
圖 5為說明扇入型半導體封裝安裝於插入式基板上且最終安裝於電子裝置的主板上的情

況的示意性橫截面圖。

圖 6為說明扇入型半導體封裝嵌入於插入式基板中且最終安裝於電子裝置的主板上的情
況的示意性橫截面圖。

圖 7為說明扇出型半導體封裝的示意性橫截面圖。
圖 8為說明扇出型半導體封裝安裝於電子裝置的主板上的情況的示意性橫截面圖。
圖 9為說明扇出型半導體封裝的實例的示意性橫截面圖。
圖 10為沿圖 9的扇出型半導體封裝的線 I-I'獲取的示意性平面圖。
圖 11A以及圖 11B為說明圖 9的扇出型半導體封裝的區 A的示意性放大圖。
圖 12A至圖 12G為說明製造圖 9的扇出型半導體封裝的製程的實例的示意圖。
圖 13為說明圖 12A至圖 12G中所使用的製造層合物的製程的實例的示意圖。
圖 14為說明鈍化層與金屬層之間的自組裝的示意圖。
圖 15為說明鈍化層的正常固化狀態的示意圖。
圖 16為說明扇出型半導體封裝的另一實例的示意性橫截面圖。
圖 17為說明扇出型半導體封裝的另一實例的示意性橫截面圖。
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